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【はじめに】ヒートシンクとして一般的に使わ

れる Al と高い熱伝導率を有するダイヤモン

ドを直接接合することで、高い放熱性能を持

つパワーデバイス構造の実現が期待される。

表面活性化接合(SAB)法は、超高真空中で Ar

ビームを試料表面に照射し、表面を活性化し

たのちに、試料を加圧することで接合する方

法である。SAB法により、常温で格子定数や

熱膨張係数の異なる材料の直接接合が可能

である。我々は、先行研究で Siとダイヤモン

ドを接合した際に、Arビーム照射の影響で界

面にアモルファス層が形成されることを報

告している[1]。本研究では、多結晶ダイヤモ

ンドと Alを SAB法により接合し、X線光電

子分光(XPS)でArビーム照射によるダイヤモ

ンド表面への影響を評価した。 

【実験方法】ダイヤモンドと Alの接合形成後、

窒素雰囲気中 600℃で熱処理を行い、Alをウ

ェットエッチングで完全に除去し、ダイヤモ

ンド表面を XPS で評価した。また、Ar ビー

ム照射前、照射後、照射後に窒素雰囲気中

600℃で熱処理したダイヤモンド表面も XPS

で評価した。 

【実験結果と考察】各条件により処理したダイ

ヤモンド C 1sのスペクトルを Fig.1.に示す。

Fig.1.に示すように、Ar 照射により sp3 のピ

ーク面積比が 67.1%から 56.7%に減少し、sp2

のピーク面積比が 16.2%から 31.2%に増加し

た。一方、照射後、600℃熱処理により sp3の

ピーク面積比が 56.7%から 64.7%に増加し、

sp2 のピーク面積比が 31.2%から 13.0%に減

少した。600℃で熱処理した Al/ダイヤモンド

接合試料のダイヤモンド表面において、同様

の結果が得られた。これらは、熱処理による

アモルファス層の再結晶化によると考えら

れる。 

 

Fig.1. C 1s spectra of diamond without (a) and with 

Ar-beam irradiation (b), and with Ar-beam 

irradiation and 600℃ annealing (c), and as well as 

C 1s spectrum of diamond that was prepared by 

annealing the Al /diamond bonding interface at 

600℃ and removing Al by wet etching (d).  
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